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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse HOlL des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 31. August 2004 aufgehoben und das Patent mit

folgenden Unterlagen erteilt:

Patentanspriche 1 bis 7, Beschreibung, Seiten 1 bis 13, Uber-
reicht in der mindlichen Verhandlung vom 30. Marz 2006, ur-

sprungliche Zeichnung, Figuren 1 bis 4c.

Anmeldetag: 22. Oktober 2001

Bezeichnung der Erfindung: Speicherzelle

Grinde

Die Prifungsstelle fur Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die am 22. Oktober 2001 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung
~Speicherzelle, Wafer, Halbleiter-Bauelement mit Speicherzelle und ein Verfahren
zur Herstellung eines Isolierkragens fur eine Speicherzelle® durch Beschluss vom
31. August 2004 zuriickgewiesen.

Im Prifungsverfahren sind zum Stand der Technik die Entgegenhaltungen:
- US 5 770 484 (Druckschrift 1)

- DE 100 45 694 A1 (Druckschrift 2) und
- DE 100 30 696 A1l (Druckschrift 3)




in Betracht gezogen worden. Von der Anmelderin sind zum Stand der Technik zu-

dem die Druckschriften:

- WO 01/17019 A2 (Druckschrift 4)
- US 6 153 902 (Druckschrift 5) und
- US 6 190 988 (Druckschrift 6)

genannt worden.

Der vorgenannte Beschluss ist damit begriindet worden, dass nicht erkennbar sei,
welcher Gegenstand mit dem mit Schriftsatz vom 11. September 2003 einge-
reichten geanderten Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt werden soll, da dieser
weiterhin den als unklar gerigten Begriff ,Schichtenfolge der Speicherzelle* ent-
halte, und dass sich der Gegenstand des geanderten Patentanspruchs 1 auch
dann als gegenuber den Druckschriften 1 bis 3 und den eigenen Angaben zum

Stand der Technik nicht neu erweisen wirde, wenn zur Definition des ,vertikalen
Isolationskragens” im Patentanspruch 1 anstelle des unklaren Begriffs ,Schich-
tenfolge der Speicherzelle® die demgegeniber klare Angabe herangezogen
wurde, wonach der vertikale Isolationskragen ein im oberen Wandbereich des
Grabens angeordneter Isolationsbereich ist, der parallel zur Grabenwand verlauft.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. November 2004 eingelegte Be-
schwerde der Anmelderin, mit der sie umformulierte Patentansprtiche 1 bis 12 vor-

gelegt hat.

Die Beschwerde ist von der Anmelderin mit Telefax vom 16. Marz 2006 begriindet
worden, mit dem zusatzlich Patentanspriiche 1 bis 14 nach Hilfsantrag 1, Patent-
anspriche 1 bis 13 nach Hilfsantrag 2 und Patentanspriche 1 bis 11 nach Hilfsan-

trag 3 eingereicht worden sind.



In der mindlichen Verhandlung vom 30. Marz 2006 hat die Anmelderin ihr
Schutzbegehren mit neugefassten Patentansprichen 1 bis 7 weiterverfolgt und die
Auffassung vertreten, dass der geltende Patentanspruch 1 von der gerigten Un-
klarheit bereinigt sei und dass dessen Lehre durch den im Verfahren befindlichen

Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse H 01 L des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 31. August 2004 aufzuheben
und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche 1 bis 7,

Beschreibung, Seiten 1 bis 13,

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung vom 30. Mérz 2006,

urspringliche Zeichnung, Figuren 1 bis 4c.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

~Speicherzelle, insbesondere eines DRAM, mit einem mit leiten-
dem Material gefillten Graben, wobei das leitende Material mittels
eines Anschlusses mit einem Auswahltransistor verbunden ist,
wobei die Wandung des Anschlusses mit einem vertikalen Isolier-
kragen verkleidet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Graben (5) als Deep-Trench oder Bottled-Trench ausgebildet
ist und der vertikale Isolationskragen (1) mit einem seitlich des
vertikalen Isolationskragens (1) angeordneten lateralen Isolations-
kragen (2) des Grabens (5) verbunden ist,

wobei der laterale Isolationskragen (2) auf dem Fuillmaterial des
Grabens (5) zwischen diesem und dem Kanalbereich (11) des

Auswahltransistors angeordnet ist,



wobei die gréf3te Dicke (A) des vertikalen Isolationskragens (1)
kleiner als die grof3te Hohe (B) des lateralen Isolationskragens (2)
ist und

wobei der vertikale Isolationskragen (1) eine derartige Dicke (A)
aufweist, dass sich im Betriebszustand der Speicherzelle im Ka-
nalbereich (11) des Auswahltransistors unterhalb des vertikalen
Isolationskragens (1) zwar eine Inversionsschicht ausbilden kann,
die Hohe (B) des lateralen Isolationskragens (2) jedoch so gewéhlt
ist, dass eine Inversionsschicht im Kanalbereich (11) des Aus-
wabhltransistors unterhalb des lateralen Isolationskragens (1) un-
terdruckt ist.”

Wegen der geltenden Unteranspriiche 2 bis 7 und der weiteren Einzelheiten wird

auf den Akteninhalt verwiesen.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig und auch begrindet;
denn der geltende Patentanspruch 1 vermittelt dem Fachmann eine klare Lehre
zum technischen Handeln, die durch den im Verfahren befindlichen Stand der

Technik auch nicht patenthindernd getroffen ist.

1. Die geltenden Patentanspriche sind von den gerigten Unklarheiten - so-
weit diese zu Recht beanstandet worden sind - bereinigt.

Der im angefochtenen Beschluss gertigte Mangel des Patentanspruchs 1, die La-
ge der Schichtenfolge sei unbestimmt und somit sei unklar, was mit dem senk-
recht zu der Schichtenfolge angeordneten vertikalen Isolationskragen gemeint
sein konnte, liegt beim geltenden Patentanspruch 1 insofern nicht vor, als die Lage
des vertikalen Isolationskragens im geltenden Patentanspruch 1 klar durch das

Merkmal definiert ist, wonach die Wandung des Anschlusses mit einem vertikalen



Isolierkragen verkleidet ist. Soweit im Prifungsbescheid vom 15. Juli 2002 (vgl.
Seite 2, Absatz 4) zusatzlich beanstandet worden ist, der Anspruch 1 sei auch un-
klar, weil nicht zu ersehen sei, wie die aus einem Feldeffekttransistor und einem
Kondensator bestehende Speicherzelle eigentlich aufgebaut ist, kann dem inso-
fern nicht gefolgt werden, als die Erfindung nicht den Gesamtaufbau der Speicher-
zelle, sondern lediglich Einzelheiten von deren Kondensator betrifft. Folglich ge-
nugt es, dass der Patentanspruch 1 die erfindungswesentlichen Einzelheiten des
Kondensators enthélt, wohingegen der nicht erfindungswesentliche Gesamtaufbau
der Speicherzelle der Beschreibung nebst Zeichnung entnehmbar ist (vgl. hierzu
auch BGH GRUR 2003, 223 Leitsatz, 225 li. Sp. - ,Kupplungsvorrichtung II*
m. w. Nachw.; BGH GRUR 2004, 47, 48 re. Sp. - ,blasenfreie Gummibahn [*

m. w. Nachw.).

Der -in den geltenden Patentanspruch 1 zusatzlich aufgenommene - urspringli-
che Patentanspruch 4 ist von der Prifungsstelle nicht beanstandet worden.

Hinsichtlich der Mangelriige zum - ebenfalls im geltenden Patentanspruch 1 auf-
gegangenen - urspringlichen Anspruch 6, mit der eine ndhere Prazisierung der
Anordnung aus Transistor und Kondensator gefordert wird (vgl. den Prifungsbe-
scheid vom 15. Juli 2002, Seite 3, Absatz 1), wird zur Vermeidung von Wiederho-
lungen auf die vorstehenden Ausfilhrungen zum Patentanspruch 1 verwiesen, wo-
nach es genugt, dass der Patentanspruch die erfindungswesentlichen Einzelheiten
des Kondensators enthélt, wohingegen der nicht erfindungswesentliche sonstige

Aufbau der Speicherzelle der Beschreibung nebst Zeichnung entnehmbar ist.

Auch entstammen die beanstandeten Begriffe ,Deep-Trench® bzw. ,Bottled
Trench” der - gleichfalls in den geltende Patentanspruch 1 aufgenommenen - ur-
sprunglichen Anspriiche 8 und 9 (vgl. den genannten Prifungsbescheid, Seite 3,
Absatz 3) nicht dem Laborjargon, vielmehr handelt es sich dabei um
Fachausdricke (vgl. hierzu die Druckschrift 6 bzw. den Schriftsatz der Anmelderin
vom 11. September 2003, Seite 4, Absatze 1 und 2).




Die gerlgten Unklarheiten der urspringlichen Anspriiche 2 und 3 (vgl. Seite 2,
drittletzter Absatz des genannten Prufungsbescheids) sind in den geltenden Un-
teransprichen 2 und 3 jeweils durch die Prézisierung ausgerdumt worden, wo-
nach der Querschnitt des lateralen Isolationskragens (2) in einer vertikalen Ebene

liegt.

Der geltende Patentanspruch 4 entspricht dem von der Prifungsstelle nicht ge-

ragten urspriinglichen Patentanspruch 5.

Der Méangelriige bezuglich des - dem geltenden Patentanspruch 5 entsprechen-
den - ursprunglichen Anspruchs 7 (vgl. den vorgenannten Priufungsbescheid,
Seite 3, Absatz 2) kann insofern nicht gefolgt werden, als es genigt, dass die
Durchbruchspannung in der Beschreibung hinreichend erlautert ist (vgl. die gel-
tende Beschreibung, Seite 2, Zeilen 6 bis 9, Seite 7, vorletzter Absatz sowie
Seite 10, Absatz 2 bis Seite 11, Absatz 1 und Seite 12, Absatz 2 zu den Figu-

ren 4a bis 4c).

Die geltenden Unteranspriiche 6 und 7 entsprechen den nicht geriigten urspringli-

chen Patentansprtichen 10 bzw. 11.

Der gerugte, auf ein Herstellungsverfahren gerichtete urspriingliche Patentan-

spruch 14 ist hingegen ersatzlos gestrichen worden.

2. Gegen die Zulassigkeit der geltenden Patentanspriche 1 bis 7 bestehen

keine Bedenken.

Der geltende Patentanspruch 1 findet inhaltlich eine ausreichende Stitze in den
ursprunglichen Patentansprichen 1, 4, 6, 8 und 9 i. V. m. den in den urspringli-
chen Anmeldungsunterlagen anhand der Zeichnung erlauterten Ausfiihrungsbei-
spielen (hinsichtlich des Merkmals, wonach die Wandung des Anschlusses mit

einem vertikalen Isolierkragen verkleidet ist (vgl. urspringliche Beschreibungs-



seite 8, Absatz 1 i. V. m. Seite 7, Zeilen 16 bis 19 zu den Figuren 1 und 1a); hin-
sichtlich des Merkmals, wonach der laterale Isolationskragen (2) auf dem Fullma-
terial des Grabens (5) zwischen diesem und dem Kanalbereich (11) des Auswahl-
transistors angeordnet ist (vgl. urspriingliche Beschreibungsseite 8, Zeilen 9 bis 10
I. V. m. samtlichen Ausfuhrungsbeispielen nach den Figuren 1a, 2a und 3a); bzw.
hinsichtlich der Merkmale, wonach sich im Betriebszustand der Speicherzelle im
Kanalbereich (11) des Auswabhltransistors unterhalb des vertikalen Isolationskra-
gens (1) eine Inversionsschicht ausbilden kann, wohingegen die Inversionsschicht
im Kanalbereich (11) des Auswahltransistors unterhalb des lateralen Isolations-
kragens (1) unterdriickt ist (vgl. urspringliche Beschreibungsseite 8, letzter Absatz
I. V. m. Seite 11, letzter Absatz zur Fig. 4a)).

Die geltenden Unteranspriche 2 und 3 unterscheiden sich von den urspringlichen
Patentansprichen 2 bzw. 3 jeweils nur durch die samtlichen Ausfuhrungsbeispiele
nach den Figuren la, 2a und 3a entnehmbare Prézisierung, wonach der Quer-

schnitt des lateralen Isolationskragens (2) in einer vertikalen Ebene liegt.

Die geltenden Unteranspriche 4 bis 7 entsprechen inhaltlich - in dieser Reihen-
folge - den ursprunglichen Patentanspriichen 5, 7, 10 bzw. 11.

3. Nach den Angaben in der geltenden Beschreibung (vgl. Seite 1, Absatz 2
bis Seite 2, Absatz 2) besteht bei bekannten Speicherzellen das Problem parasita-
rer Transistoren, die zu einem Ladungsverlust des Kondensators fiihren kénnen.
Zu deren Verhinderung sei es bekannt, einen vertikalen Isolationskragen im Be-
reich des Anschlusses des Auswabhltransistors vorzusehen (vgl. Fig. 1 nebst der

dazugehorigen Beschreibung der Anmeldungsunterlagen bzw. Druckschrift 4,

grofRer Isolationskragen 150 in Fig. 1 mit zugehdriger Beschreibung auf Seite 11,
Absatz 3). Der vertikale Isolationskragen weise aber eine Dicke von 10 bis 15 nm

auf, was im Hinblick auf die Integrationsdichte der Speicherzellen von Nachteil sei.



Vor diesem Hintergrund liegt dem Anmeldungsgegenstand als technisches
Problem die Aufgabe zugrunde, eine Speicherzelle zu schaffen, die bei hoher In-
tegrationsdichte eine effiziente Unterdrickung von parasitaren Transistoren auf-

weist (vgl. geltende Beschreibungsseite 2, Absatz 3).

Diese Aufgabe wird mit der Speicherzelle nach dem geltenden Patentanspruch 1

gelost.

Die Basis der Erfindung besteht darin, dass der Graben (5) als Deep-Trench oder
Bottled-Trench ausgebildet ist und der vertikale Isolationskragen (1) mit einem la-
teralen Isolationskragen (2) des Grabens (5) verbunden ist, der seitlich des ver-
tikalen Isolationskragen (1) auf dem Fulllmaterial des Grabens (5) zwischen die-
sem und dem Kanalbereich (11) des Auswabhltransistors angeordnet ist, wobei die
grodte Dicke (A) des vertikalen Isolationskragens (1) kleiner als die grofite
Hohe (B) des lateralen Isolationskragens (2) ist. Dadurch, dass der vertikale Isola-
tionskragen (1) dabei eine derartige Dicke (A) aufweist, dass sich im Betriebszu-
stand der Speicherzelle im Kanalbereich (11) des Auswabhltransistors unterhalb
des vertikalen Isolationskragens (1) eine Inversionsschicht ausbilden kann, ist die
Dicke des vertikalen Isolationskragens (1) gegenuber derjenigen beim Stand der
Technik verringert (von 10 bis 15 nm beim Stand der Technik (vgl. Beschrei-
bungsseite 2, Absatz 2) beispielsweise auf 3 bis 5 nm (vgl. geltender Patentan-
spruch 4)), was eine gegenuber dem Stand der Technik hohere Integrationsdichte
mit sich bringt (vgl. geltende Beschreibungsseite 8, Zeilen 16 bis 21). Die durch
die verringerte Dicke des vertikalen Isolationskragens (1) bedingte Inversions-
schicht im Kanalbereich (11) des Auswabhltransistors unterhalb des vertikalen Iso-
lationskragens (1) wirde zwar zur Ausbildung eines schadlichen parasitaren Tran-
sistors fuhren, jedoch wird dieser durch den lateralen Isolationskragen (2) effizient
unterdrickt, da dessen Hohe (B) so gewahlt ist, dass die Inversionsschicht im
Kanalbereich (11) des Auswahltransistors unterhalb des lateralen Isolationskra-
gens (1) unterdrickt ist (vgl. geltende Beschreibungsseite 8, letzter Absatz i. V. m.
Seite 11, letzter Absatz zur Fig. 4a).



-10 -

4. Die - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Speicherzelle nach dem
geltenden Patentanspruch 1 ist gegentiber dem im Verfahren befindlichen Stand
der Technik neu und beruht diesem gegenlber auch auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit des zustandigen Fachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und Ferti-
gung von Halbleiterspeichern befasster, berufserfahrener Physiker oder Ingenieur

der Halbleitertechnik mit Universitatsausbildung zu definieren ist.

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 gegenuber
dem nachgewiesenen Stand der Technik ergibt sich ohne Weiteres schon daraus,

dass keine der vorgenannten Druckschriften 1 bis 6 eine Speicherzelle offenbart,

bei der ein an der Wandung des Anschlusses ausgebildeter vertikaler Isolations-
kragen mit einem lateralen Isolationskragen verbunden ist, der seitlich von dem
vertikalen Isolationskragen auf dem Fullmaterial des Grabens zwischen diesem
und dem Kanalbereich des Auswahltransistors angeordnet ist, wie dies der gel-
tende Patentanspruch 1 lehrt.

Bei der DRAM-Speicherzelle nach der vorveroffentlichten Druckschrift 1 ist der

Grabenkondensator (trench capacitor) an der Wandung im Anschlussbereich zwar
mit einem vertikalen Isolationskragen (nitride collar 250) versehen, jedoch fehlt
dort jeglicher laterale Isolationskragen im Sinne der vorliegenden Anmeldung. So-
weit dort der vertikale Isolationskragen (250) mit einer lateralen Schicht (second
polysilicon conductor 260) verbunden ist, ist diese namlich leitend und zudem auf
dem Anschluss - d. h. an anderer Stelle - ausgebildet (vgl. die Figuren 11 und 12
mit zugehdriger Beschreibung in Spalte 5, letzter Absatz).

Die nachverdoffentlichte Druckschrift 2 entspricht einer gemall 8 3 Abs. 2 Nr. 1

PatG als Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung mit &lterem
Zeitrang. Sie offenbart eine gattungsgemaflle DRAM-Speicherzelle mit einem Gra-
benkondensator (3), der - in der Terminologie der vorliegenden Anmeldung - einen
mit leitendem Material (leitende Grabenflllung 10) geflllten Graben (Graben 5,

unterer Teil) aufweist, der mittels eines Anschlusses (Graben 5, oberer Teil) mit
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einem Auswabhltransistor (4; Source-Dotiergebiet 12, Drain-Dotiergebiet 13,
Gate 14, Wortleitung 15, Bitleitungskontakt 16, Bitleitung 17) verbunden ist, wobei
die Wandung des Anschlusses mit einem vertikalen Isolationskragen (Isolations-
kragen 9) verkleidet ist (vgl. die Figuren 1 bis 3 bzw. 11 mit zugehdriger Beschrei-
bung). Soweit der vertikale Isolationskragen (9) dort mit einem seitlich davon an-
geordneten lateralen Isolationskragen (isolierende Deckschicht 20) verbunden ist
(vgl. die Figuren 2, 3 bzw. 11 mit zugehdriger Beschreibung), ist dieser jedoch
nicht auf dem Fullmaterial (10) des Grabens (Graben 5, unterer Teil) zwischen
dem Fullmaterial des Grabens und dem Kanalbereich des Auswabhltransistors
- wie dies der geltende Patentanspruch 1 lehrt -, sondern am vom Graben (Gra-
ben 5, unterer Teil) abgewandten oberen Ende des vertikalen Isolationskra-
gens (9) auf dem Fullmaterial des Anschlusses (Graben 5, oberer Teil) zwischen
dem Fullmaterial des Anschlusses und dem Kanalbereich (2) des Auswabhltran-
sistors (4) angeordnet (vgl. die Figuren 2, 3 bzw. 11). Zudem ist die grof3te Dicke
des vertikalen Isolationskragens (9) dort - entgegen der weitergehenden Lehre
des geltenden Patentanspruchs 1 - auch nicht kleiner als die gré3te Hohe des la-

teralen Isolationskragens (20) (vgl. die Figuren 2, 3 bzw. 11).

Die - gleichfalls einer nationalen Patentanmeldung mit alterem Zeitrang entspre-
chende - nachverdffentlichte Druckschrift 3 offenbart eine DRAM-Speicherzelle mit

einem Grabenkondensator (3), der -insoweit entsprechend der Druckschrift 2 -

einen vertikalen Isolationskragen (7) und einen damit verbundenen lateralen Isola-
tionskragen (flache Grabenisolierung STI) aufweist, der am oberen Ende des
vertikalen Isolationskragens (7) auf dem Fullmaterial des Anschlusses (leitendes
Fullmaterial 8) angeordnet ist (vgl. die Fig. 3F mit zugehériger Beschreibung
i. V. m. Spalte 1, Absatz 1).

Die vorveroffentlichte Druckschrift 4 betrifft eine gattungsgemafle DRAM-Spei-

cherzelle (100) mit einem Grabenkondensator (110) und einem Auswahltransis-
tor (160), deren Kondensatorgraben (unterer Bereich 125 des Grabens 115) mit

leitendem Material (leitende Grabenfillung 130) gefullt und mittels eines An-
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schlusses (oberer Bereich 120 des Grabens 115) mit dem Auswabhltransistor (160)
verbunden ist, wobei die Wandung des Anschlusses (120) mit einem vertikalen
Isolationskragen (Isolationskragen 150) verkleidet ist (vgl. die Figuren 1 bzw. 6 mit
zugehdriger Beschreibung). Zwar ist der vertikale Isolationskragen (150) dort auch
mit einem seitlich davon angeordneten lateralen Isolationskragen (Deck-
schicht 135, Isolationskragen 235) verbunden, wobei die gréfdte Dicke des verti-
kalen Isolationskragens (150) kleiner als die grof3te Hohe des lateralen Isolations-
kragens - im Bereich des Isolationskragens (235) - ist (vgl. die Figuren 1 und 6).
Jedoch handelt es sich dabei - insoweit entsprechend der nachveroffentlichten

Druckschrift 2 - ebenfalls um einen lateralen Isolationskragen des Anschlus-

ses (120), der am vom Graben (125) abgewandten oberen Ende des vertikalen
Isolationskragens (150) auf dem Fullmaterial des Anschlusses (120) zwischen
diesem und dem Kanalbereich (175) des Auswahltransistors angeordnet ist (vgl.

die Figuren 1 und 6).

Bei der DRAM-Speicherzelle nach der vorveroffentlichten Druckschrift 5 ist das

Fullmaterial des Grabens (storage node conductor 204) zwar durch einen vertika-
len Isolationskragen (collar oxide 206) gegen den Kanalbereich (channel re-
gion 212) des - vertikalen - Auswahltransistors (first diffusion region 208, second
diffusion region 210, channel region 212, gate insulator 214, gate conductor 216)
isoliert, jedoch fehlt dort ein lateraler Isolationskragen zwischen dem Fullmaterial
des Grabens (204) und dem Kanalbereich (212) des Auswabhltransistors (vgl.

Fig. 8 mit zugehdriger Beschreibung).

Letzteres gilt schlie3lich auch fur die vorveréffentlichte Druckschrift 6 (vgl. dort den

vertikalen Isolationskragen (trench collar 58) im Bereich des Anschlusses (bottle
neck 64) und den Graben (lower trench portion 65) mit dem leitenden Fullmaterial
(heavily doped n-type polycrystalline silicon 62) sowie dem Kondensator-Dielektri-

kum (bei 36) in Fig. 8 mit zugehoriger Beschreibung).
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b) Die unter den vorveroffentlichten Druckschriften 1 und 4 bis 6 dem

Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 - wie dargelegt - am nachsten
kommende Druckschrift 4 vermag dem vorstehend definierten zustandigen Durch-

schnittsfachmann die Speicherzelle nach dem geltenden Patentanspruch 1 weder

fur sich noch in einer Zusammenschau mit den Druckschriften 1, 5 und 6 nahe zu

legen.

Denn in der Druckschrift 4 findet sich schon kein Hinweis darauf, dass es bei der

daraus bekannten gattungsgemafen Speicherzelle zwecks Unterdriickung eines
parasitaren Transistors von Vorteil sein konnte, den vertikalen Isolationskragen mit
einem seitlich davon angeordneten lateralen Isolationskragen des Grabens zu ver-
binden, der auf dem Fullmaterial des Grabens zwischen diesem und dem Kanal-
bereich des Auswahltransistors angeordnet ist. Folglich kann der Fachmann durch
diese Druckschrift schon gar nicht zu der weitergehenden Lehre des geltenden
Patentanspruchs 1 angeregt werden, wonach die grof3te Dicke des vertikalen Iso-
lationskragens kleiner als die grof3te Hohe des lateralen Isolationskragens zu be-
messen ist, wobei einerseits - zur Erhéhung der Integrationsdichte - der vertikale
Isolationskragen mit einer derartigen Dicke zu versehen ist, dass sich im Betriebs-
zustand der Speicherzelle im Kanalbereich des Auswabhltransistors unterhalb des
vertikalen Isolationskragens zwar eine Inversionsschicht ausbilden kann, anderer-
seits jedoch - zur Unterdrickung des daraus resultierenden parasitaren Transis-
tors - die Hohe des lateralen Isolationskragens so zu wahlen ist, dass eine Inver-
sionsschicht im Kanalbereich des Auswabhltransistors unterhalb des lateralen Iso-
lationskragens unterdrickt ist.

Eine Anregung hierzu erhalt der Fachmann aber auch nicht bei Einbeziehung der

von der Erfindung weiter weg liegenden Druckschriften 1, 5 und 6, da diesen - wie
dargelegt - ebenfalls nicht einmal einen Hinweis in Richtung eines mit dem verti-
kalen lateralen Isolationskragen verbundenen, seitlich davon angeordneten late-
ralen Isolationskragens entnehmbar ist, der auf dem Fillmaterial des Grabens

zwischen diesem und dem Kanalbereich des Auswabhltransistors angeordnet ist.
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Die Speicherzelle nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist demnach gegenuber

dem nachgewiesenen Stand der Technik patentfahig.

5. An den geltenden Patentanspruch 1 kdnnen sich die darauf direkt oder indi-
rekt zuriickbezogenen geltenden Unteranspriiche 2 bis 7 anschliel3en, die vor-
teilhafte und nicht selbstverstandliche Ausfihrungsarten der Speicherzelle nach
dem Patentanspruch 1 betreffen.

6. In der geltenden Beschreibung ist der maRRgebliche Stand der Technik, von
dem die Erfindung ausgeht, angegeben und die beanspruchte Speicherzelle an-
hand der Zeichnung ausreichend erlautert.

Bei der dargelegten Sachlage war der angefochtene Beschluss aufzuheben und

das Patent antragsgemal} zu erteilen.

gez.

Unterschriften



